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@Resumen:

Procedimiento para la preparacion de una capa o
multicapa barrera y/o dieléctrica sobre un sustrato y
dispositivo para su realizacion.

La presente invencidn se refiere a un procedimiento
para la preparacion de capas barrera y/o dieléctricas
sobre un sustrato caracterizado por que comprende
las siguientes etapas: (a) limpieza de sustratos, (b)
colocacion del sustrato en un portamuestras e S
introduccién del mismo en el interior de una camara )

de vacio, (c) dosificacion en dicha camara de vacio de
un gas inerte y un gas reactivo, (d) inyeccioén en la Q {il!\
4 6

camara de vacio de un precursor volatil que tenga al
menos un cation del compuesto a depositar, (e)
activacion de una fuente de radiofrecuencia y FIGURA1
activacién de al menos un magnetrén, (f)
descomposicién del precursor volatil por plasma,
produciéndose la reaccién entre el cation del
precursor volatil y el gas reactivo al mismo tiempo que
se produce la reaccion entre el gas reactivo contenido
en el plasma con el catidon procedente del blanco por
pulverizacion catddica, provocando asi la deposicién
de la pelicula sobre el sustrato. Es también objeto de
la invencion el dispositivo para llevar a cabo dicho
procedimiento.
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Novedad (Art. 6.1 LP 11/1986)

Actividad inventiva (Art. 8.1 LP11/1986)

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Reivindicaciones
Reivindicaciones

Se considera que la solicitud cumple con el requisito de aplicacion industrial
examen formal y técnico de la solicitud (Articulo 31.2 Ley 11/1986).

Base de la Opinién.-

1-14

1-14

SI
NO

SI
NO

. Este requisito fue evaluado durante la fase de

La presente opinidn se ha realizado sobre la base de la solicitud de patente tal y como se publica.

Informe del Estado de la Técnica

Pagina 3/4




OPINION ESCRITA N° de solicitud: 201590049

1. Documentos considerados.-

A continuacién se relacionan los documentos pertenecientes al estado de la técnica tomados en consideracion para la
realizacién de esta opinién.

Documento Namero Publicacion o Identificacion Fecha Publicacion
D01 US 6841044 B1 (RUZIC DAVID) 11.01.2005
D02 LI, N., et al., Chemically enhanced physical vapor deposition of

tantalum nitride-based films for ultra-large-scale integrated
devices, J. Vac. Sci.Technol. B, 2004, Vol. 22, p4gs. 2734-2742.
D03 LI, N., et al., Integrated model for chemically enhanced physical
vapor deposition of tantalum nitride-based films, J. Vac.
Sci.Technol. B, 2006, Vol. 24, pags. 1162-1177.

2. Declaracion motivada segun los articulos 29.6 y 29.7 del Reglamento de ejecucién de la Ley 11/1986, de 20 de
marzo, de Patentes sobre la novedad y la actividad inventiva; citas y explicaciones en apoyo de esta declaracion

El objeto de la invencion es un procedimiento para la preparacién de una capa o multicapa barrera y/o dieléctrica sobre un
sustrato, dicha capa o multicapa y el dispositivo para llevar a cabo dicho procedimiento.

El documento DO1 divulga un procedimiento para la preparacion de una capa o multicapa barrera y/o dieléctrica (barrera:
nitruro de tantalo, nitruro de titanio, nitruro de tungsteno; dieléctrica: nitruro de silicio, carburo de silicio, oxicarburo de silicio;
columna 11, lineas 52 a 67), sobre un sustrato (aislantes, metales y semiconductores; columna 12, lineas 1 a 6), que
comprende colocar un sustrato en una camara de vacio, introducir en la cAmara un gas inerte y/o reactivo (argén, nitrégeno,
hidrégeno), afiadir un precursor volatil que tenga al menos un cation del compuesto a depositar, mediante controladores de
flujo mésico o vélvulas de dosificacion, que puede ser igual o diferente del cation comprendido en el blanco (columna 4,
lineas 30-34), activacion de la fuente de radiofrecuencia conectada al portamuestras y del magnetrén que contiene el blanco
(columna 5, linea 34-columna 6, linea 52) (de silicio, éxido de silicio, columna 11, lineas 60-64), descomposicién del
precursor volatil por plasma, produciéndose la reaccion entre el cation del precursor volatil y el gas reactivo al mismo tiempo
que se produce la reaccion entre el gas reactivo contenido en el plasma con el cation procedente del blanco por
pulverizacion catddica, provocando la deposicion de la pelicula sobre el sustrato (columna 2, lineas 10-35; columna 4, lineas
7-42). Existe la posibilidad de controlar la temperatura del sustrato entre 100 y 400°C (columna 9, lineas 34-50).

Los documentos D02 y D03, de los mismos inventores que D01, divulgan la misma invencién.

La diferencia entre el procedimiento alli divulgado y el procedimiento de la invencién es que en éste Ultimo se aplica
radiofrecuencia al sustrato directamente mientras que en el primer caso las bobinas de radiofrecuencia estan dentro de la
camara de reaccion pero no conectadas al sustrato, por lo que no se producen los mismos efectos técnicos. Estos efectos
son la generacion de un plasma superficial directamente sobre el sustrato para descomponer el precursor y, ademas,
también se aumenta la energia de las especies formadas para conseguir capas muy compactas, parametro critico para
dotar a la capa de caracter dieléctrico.

Por lo tanto, se considera que el procedimiento de la invencién seglin se recoge en las reivindicaciones 1 a 11 presenta
novedad y actividad inventiva (Arts. 6.1y 8.1 LP).

En el documento DO1 (y en los documentos D02 y DO03) también se divulga un dispositivo para llevar a cabo el
procedimiento de preparacion de una capa o multicapa barrera y/o dieléctrica (Fig.1, columna 5, linea 34-columna 6, linea
67). Este dispositivo (100) comprende una camara de vacio (101), provista de un sistema de vacio (167), de una entrada de
gas inerte y/o reactivo (115), asi como una entrada para el precursor volatil (107) a partir del cual se produce la deposicion
por PECVD; en el interior de la cdmara (101) se dispone al menos un magnetrén (121) con el blanco o céatodo (105) del
elemento a depositar a partir del cual se produce el proceso PVD, también comprende en el interior de la camara un
portamuestras (103), que alojara el sustrato (113), estando dicho portamuestras conectado a una fuente (139) que puede
proporcionar un potencial de radiofrecuencia o continuo. El sistema cuenta ademas con un controlador de temperatura
(columna 9, lineas 44-48).

De nuevo la diferencia entre el dispositivo divulgado y el recogido en las reivindicaciones 13 y 14 se encuentra en la
disposicion de la fuente de radiofrecuencia. Por lo tanto, se considera que dichas reivindicaciones presentan novedad y
actividad inventiva (Arts. 6.1y 8.1 LP).

Por Gltimo, en relacién a la capa o multicapa barrera, segun se recoge en la reivindicacion 12, también se considera nueva e
inventiva, ya que con el procedimiento de la invencién se consiguen capas muy compactas, con una microestructura
controlada que no se encuentran divulgadas en el estado de la técnica (Arts. 6.1y 8.1 LP).
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